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Изучалось влияние облучения электронами с энергией 3-4 МэВ на электрические свойства p-n переходов, сформированных в сверхрешетках (СР) Si6Ge4 (нижний индекс указывает число моноатомных слоев Si и Ge в периоде СР). Вольт-амперные и вольт-фарадные характеристики (ВАХ и ВФХ), а также спектры полной проводимости измерялись в температурном интервале T = 4.2–300 K.
При 300 K прямая ветвь ВАХ с увеличением потока электронов Φ монотонно смещается в сторону более низких напряжений. Напротив, при 77 K она смещается в сторону более высоких напряжений. После облучения потоком Ф ≥ 1.5(1017 cm–2 наблюдалась отрицательная проводимость с ВАХ S-типа.
Профили концентрации носителей заряда и компенсирующей примеси рассчитывались на основе данных измерений ВФХ. Концентрация носителей заряда монотонно падает с ростом потока электронов во всех слоях образца. Ее относительное изменение одинаково в СР и буферном слое. Барьерная емкость и проводимость структур монотонно уменьшаются с увеличением потока электронов при температурах от 4.2 до 300 K вследствие удаления носителей как в СР, так и в буфере.
Измерения полной проводимости на частоте f = 1 МГц показали резкое падение емкости в необлученном образце при температурах ниже 30 K, сопровождаемое пиком на температурной зависимости активной проводимости. В результате облучения пик сдвигается в сторону высоких температур. Их этих измерений мы получили энергию активации уровня, определяющего указанное поведение, равную 44 мэВ. Наиболее вероятно, что уровень принадлежит сурьме, которая использовалась в качестве серфактанта при выращивании образцов.
